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(57)【要約】
【課題】  ノーマリーホワイトモードの反射型液晶表示
装置に黒い表示をしたときにも入射光の信号線による反
射に起因する表示欠陥が発生することを防止することが
でき、ＴＦＴの特性の変動がなく、開口率の高い反射型
液晶表示装置を得ることができる。
【解決手段】  絶縁性基板１０上に、第１のゲート電極
１１、ゲート絶縁膜１２、第１のゲート電極１１上に設
けた半導体膜１３、及び層間絶縁膜１５を備えており、
その層間絶縁膜１５上であってチャネル１３ｃ上方に第
１のゲート電極１１に接続された第２のゲート電極１７
を有するＴＦＴを備えており、このＴＦＴのソース１３
ｓに接続され反射材料から成る反射表示電極２０をその
ＴＦＴ上方にまで延在させるとともに、隣接する反射表
示電極２０間の間隙３７をドレイン信号線５２上方以外
に配置する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  絶縁性基板上に、複数のゲート信号線と
複数のドレイン信号線が互いに交差して囲まれて成る表
示画素領域に前記両信号線に接続された薄膜トランジス
タと、該薄膜トランジスタに接続され反射材料から成る
反射表示電極とを備えたノーマリホワイトモードの反射
型液晶表示装置であって、前記反射表示電極が、前記薄
膜トランジスタ上方、前記ゲート信号線上方及び隣接す
る前記表示画素領域にまで延在して成り、前記ゲート信
号線と並行に形成された各反射表示電極間の間隙が、前
記ゲート信号線と重畳しないことを特徴とする反射型液
晶表示装置。
【請求項２】  絶縁性基板上に、複数のゲート信号線と
複数のドレイン信号線が互いに交差して囲まれて成る表
示画素領域に前記両信号線に接続された薄膜トランジス
タと、該薄膜トランジスタに接続され反射材料から成る
反射表示電極とを備えたノーマリホワイトモードの反射
型液晶表示装置であって、前記反射表示電極が、前記薄
膜トランジスタ上方、前記ドレイン信号線上方及び隣接
する前記表示画素領域にまで延在して成り、前記ドレイ
ン信号線と並行に形成された各反射表示電極間の間隙
が、前記ドレイン信号線と重畳しないことを特徴とする
反射型液晶表示装置。
【請求項３】  前記薄膜トランジスタは、前記ゲート信
号線の一部を成す第１のゲート電極と、第１の絶縁膜
と、チャネル、ソース及びドレインを備えた半導体膜
と、第２の絶縁膜とを備えており、該第２の絶縁膜上で
あって前記チャネル上方に前記第１のゲート電極に接続
された第２のゲート電極を備えていることを特徴とする
請求項１又は２に記載の反射型液晶表示装置。
【請求項４】  絶縁性基板上に、複数のゲート信号線と
複数のドレイン信号線が互いに交差して囲まれて成る表
示画素領域に前記両信号線に接続された薄膜トランジス
タと、該薄膜トランジスタに接続され反射材料から成る
反射表示電極とを備えた反射型液晶表示装置であって、
前記薄膜トランジスタは、前記ゲート信号線の一部を成
す第１のゲート電極と、第１の絶縁膜と、チャネルを有
する半導体膜と、第２の絶縁膜とを備えており、該第２
の絶縁膜上であって前記チャネル上方に前記第１のゲー
ト電極に接続された第２のゲート電極を備えており、前
記第２のゲート電極のチャネル長方向の幅は、前記第１
のゲート電極のチャネル長方向の幅よりも狭いことを特
徴とする反射型液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、スイッチング素子
として薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：以
下、「ＴＦＴ」と称する。）を用い、このＴＦＴに接続
された反射表示電極を備えたノーマリーホワイトモード
の反射型液晶表示装置に関する。
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【０００２】
【従来の技術】近年、観察者側から入射した光を反射表
示電極にて反射させて表示を観察する反射型液晶表示装
置が研究開発されている。
【０００３】以下に、従来のＴＦＴを備えたノーマリー
ホワイトモードの反射型液晶表示装置について説明す
る。
【０００４】なお、本出願においてノーマリーホワイト
モードは、液晶に電圧を印加しない状態で光を透過する
液晶の配向モードをいうものとする。
【０００５】反射型液晶表示装置は観察者側から入射し
た光を反射表示電極にて反射させて表示を観察する液晶
表示装置である。
【０００６】図５に従来の反射型液晶表示装置の表示画
素領域近傍の平面図を示し、図６に図５中のＢ－Ｂ線に
沿った断面図を示す。
【０００７】図５に示すように、ゲート電極１１を一部
に有しゲート信号をゲートに供給するゲート信号線５１
と、ドレイン電極１６を一部に有しドレイン信号をドレ
インに供給するドレイン信号線５２との交差点付近にＴ
ＦＴが設けられている。そのＴＦＴのゲート１１はゲー
ト信号線５１に接続され、ドレイン１３ｄはドレイン信
号線５２に接続され、ソース１３ｓは反射表示電極２０
に接続されている。
【０００８】図５及び図６に示すように、石英ガラス、
無アルカリガラス等からなる絶縁性基板１０上に、Ｃ
ｒ、Ｍｏ等の高融点金属からなる第１のゲート電極１
１、ＳｉＮ膜及びＳｉＯ

2
膜から成るゲート絶縁膜１

２、及び島状の多結晶シリコン膜からなる能動層１３を
順に形成する。
【０００９】その能動層１３には、第１のゲート電極１
１上方のチャネル１３ｃと、そのチャネル１３ｃの両側
にイオン注入されて形成されたソース１３ｓ及びドレイ
ン１３ｄとが設けられている。
【００１０】チャネル１３ｃの上には、イオン注入の際
にチャネル１３ｃにイオンが入らないようにチャネル１
３ｃを覆うマスクとして機能しＳｉＯ

2
膜から成るスト

ッパ絶縁膜１４が設けられる。
【００１１】そして、ゲート絶縁膜１２、能動層１３及
びストッパ絶縁膜１４上の全面に、ＳｉＯ

2
膜、ＳｉＮ

膜及びＳｉＯ
2
膜が積層された層間絶縁膜１５を形成す

る。
【００１２】次に、その層間絶縁膜１５に設けたコンタ
クトホールにドレイン１３ｄに対応した位置にＡｌ単
体、あるいはＭｏ及びＡｌを順に積層して金属を充填し
てドレイン電極１６を形成する。
【００１３】ドレイン信号線５２は層間絶縁膜１５の上
に設けられている。そして全面に例えば有機樹脂からな
る平坦化絶縁膜１９を形成する。
【００１４】図６に示すように、平坦化絶縁膜１９のソ
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ース１３ｓに対応した位置にコンタクトホールを形成
し、ソース１３ｓにコンタクトしたＡｌ等の反射導電材
料から成りソース電極を兼ねた反射表示電極２０を形成
する。その上には液晶３６を配向させる配向膜２１を形
成する。なお、同図において、反射表示電極２０はわか
りやすくするために点線で示しているが、その形成する
位置は図６に示すように平坦化絶縁膜１９の上層であ
る。
【００１５】こうして作製されたＴＦＴを備えた絶縁性
基板１０と、この基板１０に対向し液晶３６を配置する
側に、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）等の各色を呈する
カラーフィルター３１、対向電極３２及び配向膜３３を
備え、その反対側の基板３０上には位相差板３４及び偏
光板３５を備えた対向電極基板３０とを周辺をシール接
着剤（不図示）により接着し、形成された空隙に液晶３
６を充填して液晶表示装置が完成する。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】ところで、従来の反射
型液晶表示装置の場合、各反射表示電極２０は図５に示
すように、ゲート信号線５１及びドレイン信号線５２
と、隣接する反射表示電極２０同士の間隔とが重畳する
ように配置されている。即ち、図６に示すように、ドレ
イン電極１６を一部に備えたドレイン信号線５２につい
て見れば、その上方に、隣接する反射表示電極２０間の
隙間が配置されることになる。
【００１７】そうすると、観察者１００側から入射した
入射光１０１は偏光板３５、位相差板３４、対向電極基
板３０、対向電極３２、配向膜３３、液晶３６、配向膜
２１、平坦化絶縁膜１９を通って、ドレイン信号線５２
に達して、そのドレイン信号線５２によって反射され、
入射と逆の経路、即ち点線１０２の経路を通って偏光板
３５から出射する。即ち、この経路を通って入ってくる
入射光１０１は、反射率が約９５％以上のＡｌから成る
ドレイン信号線５２によって反射されてしまいその反射
光１０２が、常時観察者１００に観察されてしまうこと
になる。
【００１８】そうすると、ノーマリーホワイトモードの
反射型液晶表示装置に黒い表示を表したときにもその反
射光１０２によって、ドレイン信号線５２に沿った明る
いライン状の表示欠陥が発生してしまいコントラストの
低下を招くという欠点があった。
【００１９】また、反射表示電極２０は、ＴＦＴを形成
した領域には形成されていないため、開口率が狭いとい
う欠点もあった。
【００２０】そこで本発明は、上記の従来の欠点に鑑み
て為されたものであり、ノーマリーホワイトモードの反
射型液晶表示装置に黒い表示をしたときにも入射光の信
号線による反射に起因する表示欠陥が発生することを防
止することができるとともに、開口率の高い反射型液晶
表示装置を提供することを目的とする。
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【００２１】
【課題を解決するための手段】本発明の反射型液晶表示
装置は、絶縁性基板上に、複数のゲート信号線と複数の
ドレイン信号線が互いに交差して囲まれて成る表示画素
領域に前記両信号線に接続された薄膜トランジスタと、
該薄膜トランジスタに接続され反射材料から成る反射表
示電極とを備えたノーマリホワイトモードの反射型液晶
表示装置であって、前記反射表示電極が、前記薄膜トラ
ンジスタ上方、前記ゲート信号線上方及び隣接する前記
表示画素領域にまで延在して成り、前記ゲート信号線と
並行に形成された各反射表示電極間の間隙が、前記ゲー
ト信号線と重畳しないものである。
【００２２】また、本発明の反射型液晶表示装置は、絶
縁性基板上に、複数のゲート信号線と複数のドレイン信
号線が互いに交差して囲まれて成る表示画素領域に前記
両信号線に接続された薄膜トランジスタと、該薄膜トラ
ンジスタに接続され反射材料から成る反射表示電極とを
備えたノーマリホワイトモードの反射型液晶表示装置で
あって、前記反射表示電極が、前記薄膜トランジスタ上
方、前記ドレイン信号線上方及び隣接する前記表示画素
領域にまで延在して成り、前記ドレイン信号線と並行に
形成された各反射表示電極間の間隙が、前記ドレイン信
号線と重畳しないものである。
【００２３】更に、上述の反射型液晶表示装置の前記薄
膜トランジスタは、前記ゲート信号線の一部を成す第１
のゲート電極と、第１の絶縁膜と、チャネル、ソース及
びドレインを備えた半導体膜と、第２の絶縁膜とを備え
ており、該第２の絶縁膜上であって前記チャネル上方に
前記第１のゲート電極に接続された第２のゲート電極を
備えている反射型液晶表示装置である。
【００２４】また、絶縁性基板上に、複数のゲート信号
線と複数のドレイン信号線が互いに交差して囲まれて成
る表示画素領域に前記両信号線に接続された薄膜トラン
ジスタと、該薄膜トランジスタに接続され反射材料から
成る反射表示電極とを備えた反射型液晶表示装置であっ
て、前記薄膜トランジスタは、前記ゲート信号線の一部
を成す第１のゲート電極と、第１の絶縁膜と、チャネル
を有する半導体膜と、第２の絶縁膜とを備えており、該
第２の絶縁膜上であって前記チャネル上方に前記第１の
ゲート電極に接続された第２のゲート電極を備えてお
り、前記第２のゲート電極のチャネル長方向の幅は、前
記第１のゲート電極のチャネル長方向の幅よりも狭い反
射型液晶表示装置である。
【００２５】
【発明の実施の形態】以下に本発明の反射型液晶表示装
置について説明する。
【００２６】図１に本発明の反射型液晶表示装置の表示
画素領域付近の平面図を示し、図２に図１中のＡ－Ａ線
に沿った液晶表示装置の断面図を示し、図３に図１中の
Ｂ－Ｂ線に沿った断面図を示し、図４に図１中のＣ－Ｃ
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線に沿った反射型液晶表示装置の断面図を示す。なお、
図１において、反射表示電極２０はわかりやすくするた
めに点線で示しているが、その形成する位置は図２及び
図３に示すように平坦化絶縁膜１９の上層である。
【００２７】図１に示すように、第１のゲート電極１１
を一部に有するゲート信号線５１とドレイン電極１６を
一部に有するドレイン信号線５２との交差点付近に、反
射材料から成る反射表示電極２０を接続したＴＦＴが設
けられている。その反射表示電極２０はＴＦＴの上にま
で延在して設けられている。図１中において点線で示し
ている。
【００２８】図２に示すように、石英ガラス、無アルカ
リガラス等からなる絶縁性基板１０上に、Ｃｒ、Ｍｏ等
の高融点金属からなる第１のゲート電極１１、ＳｉＮ膜
及びＳｉＯ

2
膜から成るゲート絶縁膜１２及び多結晶シ

リコン膜からなる能動層１３を順に形成する。
【００２９】その能動層１３には、第１のゲート電極１
１上方のチャネル１３ｃと、そのチャネル１３ｃの両側
にイオン注入されて形成されたソース１３ｓ及びドレイ
ン１３ｄとが設けられている。
【００３０】チャネル１３ｃの上には、ソース１３ｓ及
びドレイン１３ｄを形成する際のイオン注入時にチャネ
ル１３ｃにイオンが入らないようにチャネル１３ｃを覆
うマスクとして機能するＳｉＯ

2
膜から成るストッパ絶

縁膜１４が設けられる。
【００３１】そして、ゲート絶縁膜１２、能動層１３及
びストッパ絶縁膜１４上の全面に、ＳｉＯ

2
膜、ＳｉＮ

膜及びＳｉＯ
2
膜が積層された層間絶縁膜１５を形成す

る。この層間絶縁膜１５は、ＳｉＯ、ＳｉＮ、またはア
クリル等の有機材料からなる有機膜の各単体、またはこ
れらのいずれかの組み合わせの多層体からなってもよ
い。
【００３２】次に、その層間絶縁膜１５に設けたコンタ
クトホールにドレイン１３ｄに対応した位置にＡｌ単
体、あるいはＭｏ及びＡｌを順に積層するなどした金属
を充填してドレイン電極１６を形成する。このときドレ
イン電極１６の形成と同時にチャネル１３ｃの上方であ
って層間絶縁膜１５の上に第２のゲート電極１７を形成
する。即ち、Ａｌ単体、あるいはＭｏ及びＡｌを順に積
層するなどした金属からなる第２のゲート電極１７を形
成する。
【００３３】ここで、第２ゲート電極１７のチャネル方
向での幅を、第１ゲート電極１１の同じチャネル長方向
での幅より狭くしておくことで、ＴＦＴの形成時、マス
ク合わせのずれなどにより、チャネルの実効チャネル長
が目的のチャネル長より広がったり、チャネルの両端位
置と第２ゲート電極１７の端部とが重なって半導体膜に
リーク電流が発生したりすることを防止できる。従っ
て、表示領域毎や表示装置毎での表示特性のばらつきを
防止できる。
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【００３４】図３に示すように、層間絶縁膜１５上に設
けた第２のゲート電極１７は、ゲート絶縁膜１２及び層
間絶縁膜１５に設けられたコンタクトホール１８を介し
て、絶縁性基板１０上のゲート信号配線５１と接続され
ている。ドレイン信号線５２は層間絶縁膜１５の上に設
けられている。そして全面に例えば有機樹脂からなる平
坦化絶縁膜１９を形成する。
【００３５】図２に示すように、平坦化絶縁膜１９のソ
ース１３ｓに対応した位置にコンタクトホールを形成
し、ソース１３ｓにコンタクトしたＡｌ、Ａｇ等の反射
導電材料から成りソース電極を兼ねた反射表示電極２０
を形成する。その上には液晶３６を配向させる配向膜２
１を形成する。
【００３６】こうして作製されたＴＦＴを備えた絶縁性
基板１０と、この基板１０に対向した対向電極３０及び
配向膜３２を備えた対向電極基板３０とを周辺をシール
接着剤により接着し、形成された空隙に液晶２１を充填
して液晶表示装置が完成する。
【００３７】ここで、平坦化絶縁膜１９上に形成した反
射表示電極２０について説明する。
【００３８】まず、隣接する反射表示電極２０間の間隙
３７と、ドレイン信号線５２との配置関係について説明
する。
【００３９】反射表示電極２０は、図１及び図２に示す
ように、互いに隣接する反射表示電極２０間の間隙３７
がドレイン信号線５２とは重畳しないようにドレイン信
号線５２の形成位置からずらして配置されている。
【００４０】即ち、観察者１００側から入射した入射光
１０１は、偏光板３５、位相差板３４、対向電極基板３
０、対向電極３２、配向膜３３、液晶３６、配向膜２１
を通って、間隙３７を通過する。この通過した光は、平
坦化絶縁膜１９、層間絶縁膜１５に達する。
【００４１】このように観察者１００側から入射した入
射光１０１は、各層を通過して間隙３７を通過して各絶
縁膜に達する。これらの絶縁膜は反射率が１％以下のも
のであるため入射光１０１のほとんどを吸収してしま
い、観察者１０１側に反射されることはない。
【００４２】従って、ノーマリーホワイトモードの反射
型液晶表示装置に黒色の表示をさせた場合でも、ドレイ
ン信号線５２に沿ったライン状の白い欠陥が発生するこ
とを防止することができる。
【００４３】次に、隣接する反射表示電極２０間の間隙
３７と、ゲート信号線５１との配置関係について説明す
る。
【００４４】また、図１及び図３に示すように、隣接す
る反射表示電極２０間の間隙３７をゲート信号線５１の
上方に配置しないようにする。即ち、間隙３７の下方に
は入射光１０１を反射するゲート電極５１を配置せず、
平坦化絶縁膜１９、層間絶縁膜１５のみが設けられるよ
うに間隙３７を配置する。
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7
【００４５】そうすることにより、従来のように入射光
１０１がゲート信号線５１により反射されることがない
ので、ノーマリーホワイトモードの反射型液晶表示装置
に黒色の表示をさせたときにも、信号線による入射光の
反射が生じないので、信号線に沿った線上の白い表示欠
陥が発生することがない。
【００４６】以上のように、隣接する反射表示電極２０
間の間隙を各信号線５１，５２の上方には配置しないよ
うにすることで、観察者１００側から入射した入射光１
０１が各信号線５１，５２によって反射され、その反射
光１０２が観察者１００によって観察されることが防止
できる。従って、ノーマリーホワイトモードの反射型液
晶表示装置に黒色の表示を表示させた場合に、信号線に
沿った反射光による白表示を防止することができる。
【００４７】また、以上のように、第１のゲート電極１
１と接続されチャネル１３ｃの上方に設けた第２のゲー
ト電極１７を設けるとともに、ＴＦＴ上方にまで反射表
示電極２０を延在して設けることにより、層間絶縁膜表
面への不純物付着の防止ができ、それによって層間絶縁
膜表面への電荷の蓄積を防止できるとともに、閾値電圧
の安定したＴＦＴを得ることができ、輝点等の欠陥を低
減し面内で均一な明るさの表示が得られるとともに、更
には開口率の高い液晶表示装置を得ることができる。
【００４８】なお、本発明は、反射表示電極２０間の間
隙３７をゲート信号線５１とドレイン信号線５２の両方
と重畳しないようする場合だけでなく、ゲート信号線５
１だけ、またはドレイン信号線５２だけと重畳しないよ
うにしてもよい。好ましくは両信号線５１，５２と重畳
しないようにする。
【００４９】また、本発明においては、隣接する表示画
素領域にまで延在するが、この隣接する表示画素領域
は、ある１つの表示画素領域の上下左右及び斜め方向の
表示画素領域を意味するが、図１に示すように、反射表
示電極２０がゲート信号線と重畳する場合には、図中で
上下両方に隣接しているｎ本目とｎ＋１本目のゲート信
号線５１のうち、ある反射表示電極がつながったｎ本目
のゲート信号線ではなく次の段、即ち次のｎ＋１行のゲ
ート信号線に重畳することが好ましい。ゲート信号線に
印加されている電圧による反射表示電極への影響を抑制
するためである。
【００５０】即ち、多くの場合、ゲート信号線は、画面
の上にあるものから順に（ｎ－１，ｎ，ｎ＋１の順）選
択されてゲート電圧が印加され、ｎ本目のゲート信号線
が選択されているとき、ｎ本目に接続された各反射表示
電極に表示信号電圧が印加されるので、ｎ本目のゲート
信号線と対応する表示電極が重なっていると、電極への
表示信号の印加が不良となる可能性があるが、ｎ本目に
対応した電極に電圧を印加するとき、ｎ＋１本目のゲー
ト信号線にはゲート電圧が印加されないからである。
【００５１】また、上述の本発明の実施の形態において*
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*は、第２のゲート電極１７は層間絶縁膜１５の上に設け
られており、その幅も各チャネル１３ｃのチャネル長及
びゲート電極１１の幅よりも小さく且つ第２のゲート電
極１７はチャネル１３ｃ及びゲート電極１１の端部と重
畳しないように設けられている場合だけでなく、ゲート
電極１１の幅よりも広くしても良く、またダブルゲート
構造である第１のゲート電極１１の両方を第２のゲート
電極１７で覆っても良い。
【００５２】また、第２のゲート電極１７は第１のゲー
ト電極１１を２つ備えたいわゆるダブルゲート構造にお
いて、いずれか一方の第１のゲート電極１１上に設けて
もよい。
【００５３】さらに、第２のゲート電極１７は層間絶縁
膜１５上のみならず、平坦化絶縁膜１９上に設けても層
間絶縁膜１５上に設けた場合と同様の効果を得ることが
できる。
【００５４】更にまた、第２のゲート電極１７と能動層
１３との間に設ける絶縁膜、例えば本実施形態の場合の
ストッパ絶縁膜１４、層間絶縁膜１５及び平坦化絶縁膜
１９が、ＳｉＯ膜、ＳｉＮ膜若しくは有機膜の各単体か
らなっていても良く、または各膜を積層させた積層体か
らなっていても良い。
【００５５】また、本実施の形態においては、ゲートを
２つ備えたいわゆるダブルゲート電極構造のＴＦＴを用
いた場合を示したが、ゲートが１つのシングルゲート構
造又はゲートが３つ以上のマルチゲート構造であっても
良い。
【００５６】
【発明の効果】以上のように隣接表示画素領域の反射表
示電極の間隙が、高反射率の導電性材料から形成される
ことの多いゲート信号線及び／またはドレイン信号線の
形成位置とオフセット配置されている。従って、ノーマ
リーホワイトモードの反射型液晶表示装置において、黒
表示時に、外部からの入射光が信号線で反射されること
で、信号線に沿って白が表示されてしまうという表示欠
陥が発生することを防止でき、高コントラストで開口率
の高い反射型液晶表示装置を得ることができる。
【００５７】また、上述のようにＴＦＴを、絶縁膜及び
チャネルを備える半導体膜を間に挟んで形成された第１
ゲート電極と第２ゲート電極とを有する構成とすること
でＴＦＴの特性の変動のない表示装置が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態を示す反射型液晶表示装置の
表示画素領域近傍の平面図である。
【図２】本発明の実施形態を示す反射型液晶表示装置の
表示画素領域近傍の断面図である。
【図３】本発明の実施形態を示す反射型液晶表示装置の
表示画素領域近傍の断面図である。
【図４】本発明の実施形態を示す反射型液晶表示装置の
表示画素領域近傍の断面図である。
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【図５】従来の反射型液晶表示装置の表示画素領域近傍
の平面図である。
【図６】従来の反射型液晶表示装置の表示画素領域近傍
の断面図である。
【符号の説明】
１０              絶縁性基板
１１              第１のゲート電極
１３              能動層
１３ｓ            ソース
１３ｄ            ドレイン
１３ｃ            チャネル *

10
*１４              ストッパ絶縁膜
１５              層間絶縁膜
１７              第２のゲート電極
１９              平坦化絶縁膜
２０              反射表示電極
３６              液晶
３７              間隙
１００            観察者
１０１            入射光
１０２            反射光

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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